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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

PrQfungsantrag gem. S 44 PatG ist gest.ellt . : . " ' 

®) Die Effihdung betrifft einen Datenspeicher, der auf or- 



ganischem Material basiert urid der in Kombination mit 
einer organischen iniegrierten Schaltung (integrated pla- 
sitc circuit) eingesetzf wfrd. Insbesondere betrifft sie ei- 
nen DatenspelcHer fur einen RFID-Tag (RFID-tags; radio 
frequency identificatron - tags) sowie rriehrere Verfahreri 
2um Beschrelben efnes Datenspefchers. 
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1 2. . , 

len bnd/oder das Gateoxid der Itensistoren verschiedene 
Beschreibung ' Dicken hat (Transistor leitendMchtteitend). 

, r (oom Die Beschreibung kann auch ilber sogenannte lii'. 
[0001] DieErtodmgbetriffieinenDateMpacto deram I J^^, ^„^^ouberLeiterbahnen,diefibereinen 
organischem Material basiert und der «» KombmaUpn mt, -^^^ ^^^^.n werden kQnpen. "Fusable Unks" konnen 
ei^erorganischenintegriertenSchaltung Cmte^l^^i^c 5 ^^^^^^^^^j^^^ ^.j^, leUendem organischen Mate- 
dicuit) eingesetzt wird. Imbesondere b^ sie emen m . oderPolypyrol. 

duency identification-tags) sowie mehrere verfahren zuin l^^^ innerhalb einer Transistorschaltung vorgesehen 

BeschieibeneinesDatenspeicheis ,„f Her Basis 10 sein, z.B. kann fiir jedes Bit eine Leiteibahn vorhanden 

[0002] Organische integrierte Schaltkrei^e aof B^as ^"^^^j ^j^^ Jilossene ieitende Leiterbahn em« 

vonoWischenFeld-Effekt-Transxsto.en(0^ ;Xn%"entspricht«ndeineoffenebzw.nichtle.tendeei- 

RirtTiikroelektronischeMassenanwendungenund Wegwerr e^u^^-i^i 

^c^Sru^flosaudesbareldenUfikadons-u^^^^^^ - faschungssichere Variante sieht 

d^kt-"tags" gebraucbtDabeikannaufdasexceUente Be- ^""^ ,^dest ein Datenbit und vo^ 

SsveAaltLderSiliziun^Tectoologevemchtet^^^^^^^^^ 15 ^^l^^tT^Mii^or.B^BMh^n^^r^. ; 

aber dafur soUten sehr ni«»rige HersteUung^ Jen ^^^^^ n«- w^se ^ ^.^^^^.^^^^ Je nacMem wel. • 

chanische HexibiUtat gewShileistet '^^-P^J^'"^^^, ,he Leiteibahn nichtleitend ist, wird das Bit auf oder 0 

z B. elektronisohe Strich-Kodierungen (Barcodes), suid ly D^rch die Verwendung von zwei Ujter- 

pischerweiseEnwegeprodukte. Schaltuneen 20 bahLn ist eine nachtraglicheAnderungnichtmehr moghc^. 

[0003] Fiir diese organischen mtegnerten ^cMtungen. d _ Moglichkeit der Beschreibung des 

wie sie z, B. aus der WO 99/30432 bekannt sind. g.bt es^bu- g»l f^"^^^ organischer B asis Uegt in der Andereng 

rangkeinel^ungfUrdasPK^ble,,. wteMomau™ . jra&tskons.Lte des Gateoxids Dabei wird die 
nem Ident Tag uhd/oder einem low-cost IPC speicherbar . ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^en Gats und Halbleiter so veran- 

k die Anforderungen dieser Massenprodukte iiberquahti pa^^^^^^ schallet.(hohe Hektrizitatskonslante) oder isoUert 

zi^rtundvorallemzuleuer j,u„ ^Wn orsani- (niedrigeElektiizifitskonstante). . 

foboS]" Aufgabe der Erfindung ist es daher einen organi ni g Moglichkeit. einen Dafenspeicher auf 

chS Datenspeicher furpiikioelektronische Massenanwen- mit Transistorschaltung 

dungen und Wegwerf-Produkte auf der Basis von organ,- 30 derj^^s ^org^^ ^.^ ^^^^^^ ^^^^ ^.^^^^j,^ LeUerbah- 

; schem Material zu schaffra. . ..her nen, die leitend oder nicht leitend sind. Datepspeicher aut- 

[0006] GegenstandderEtfindung ist emDa en,^^^^ Lbauen wobei zur Gewinnung der gespeicherten Informa- 

der auf organischen Materialien b^iert. Weiterhm ^ U Widerstand ausgelesen wird.- Dabe, entepncht 
genstand der Erfindung eine S™^'"^? gS- 35 z B SerZustand "leitend" einer logischen "0" undmchtlei- 

Tag).die auf organischen Materiaben basiert ""d die org^. «• ^^^.^^^^ kanfi z-. B. mit Hilfe 

schiVeld-Effekt-Transistorenundemenorgan^^^^^^ v °„ 'Sstoren geschehen. , 

speicherumfasst; Die Verwendung eines organi^^^^^^^^ von die Datenspeicher emmal be- . 

tenspeichers ist auch Gegenstand der Erfindung. i'^hheBM l^^^ vorzuisweise. aber nicht ausschkeBhch. durch 
ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren z^^^^^ 
• beneilesorganischenDatenspeiehers.be,demb^^^^^^ > ^^^4 -„de Prozesse zur Beschreibung des Spe.chers zum 

■ ^^^z^s^zrs^^^ ----- 

■Oder mehrerer Leiterbahnen "^^^'^^'^fj^"^^' ' - Durch Lasereinstrahlung oder gezieli eingebrachte 

und/oder einfache Leiterbahnen leitend Oder nicht leiiena Hitze kann eine Leiterbahn zerstort und damit mchi lei- 

;i,o'o7] De, Begriff "organisches Material" "-f-^^ hier- L'^^S^^l^ct Behandlung wiez-B! Base/S.u.^ 

aUe Arten von organischen. metallorganischen ""d/oder an; ^ (leitfahige Bereiche nichUeitend inachen oder 

. oreahisdhin Kuhststoffen, die im Enghschen z- « . mit pia ^^ngekehrt) ' 

:S"bezeichnetwerde.Bshandel,sichum^Ue^^^^^^^^^ !^D'SmechanischeBehandlung.z.B.Durch,renne„ 
Stoffen mit Ausnahme der Ha^bleuer die die Mass sc^^^ einer Uiterbahn mit einer Nadel 

Dioden bilden (Germaniuni. Sibzium) und Jej W _ ^urch elekirische Spannung wird eine Leiterbahn 

^^^.^S^^^ZS:^ ■ ^.s^-^.. und damit durch _ 
Material ist deinnach nicht vorgesehen. vietaehr ist auch^^ z_ .^^^ p^oduktion kann einfach durch Weg- 

den breiten Einsatz von z B- Siliconen gedachtje .«hm ^.^^^ ^^^^^ ^.^^^ Maske/auf emem KL- 

soU der Term keiner Beschrankung im jchec die Leiterbahn getrennt oder geschlossai sem. 

• lekulgroBe, insbesondere auf polymete und/oder ohgomere s n ^^^^^^^^^ die Elektnzilatskon- 

MatetiaUen unterliegen, sondem es ist durchaus auch der .^^^ ^^^^^ 

Ensatzvon "small molecules" moghch. • . so 

[0008] Bevorzugl ist der organische Datenspeicher ^^^^^ ^^^^ genanntcn Prozessschritte lasst 

eiiupalbeschreibbar. f„., n^r orpani- sich der Speicher nur ein einziges Mai beschreiben Die Be- 

[0009] Nach einer Ausfuhrungsform umfasst der °rg^' schreib^ng kann bei der Herstellung des T^gs oder des Pro- 

iche - Datenspeicher eine Transistorschaltung die vom '™„|,i,e„ b Plagiatschutz oder elektr. Barcode. 
Schaltprinzip'her vergleichbar zu den Fes.-Spe.chern aus ^ duktes ^^^J^^^^ ^^J^^ Speicherinhalt haben) oder 

derHalbleitertechnikist. , naien^oeicher. beim Montieren der Elektronik (z. B. Kofferanhanger. elcR- 

■ [0010] Die Beschreibung eines solchen ^ Wej^he sriefmarke, elektr. Ticket, wobei jedes Ticket einen ei- 

:LnubereineMaskenprogramnnerung. bM^^^^^^^^^^ ge„en Speicherinhal. hat), 

sloren.bzw.deren Gales an den entsprechendenMellcnteh gen p 
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[0018] Da sich die organischen Materialien nur selten 
durcb Analysemethoden voneinapder unterscheiden lassen . 
sind entsprechende Cbdierungen auch weitgchend fal- 
schungssicher. 

' [0019] Gleichzeitig kann diese Technik auch dafiir benulzt 5 
werden, eine Elektronik, wie z. B. einen elektronischen Bar- 
ccxie Oder ein elektronisches Ticket- nach Gebrauch gezielt 
unbrauchbar zu machen, indem eine bestimmle Bilanofd- 
. nung nach Gebrauch (beim Entwerten des Tickets, beim B'e- 
zahlen an der Kasse) gezielt eingepragl wird cxler der Spei- lO 
cher unleserlich gemacht wird. 

[0020] Der S{)eicber kann in Kombination mil folgenden 
Systemen eingesetzt werden: 

- In einer integrierten Kunststoff-Schaltung, d. h. ei- 15 
.ner Schaltung, die auf organischem Material basiert, 

- Tn einem Ident-System (Ident-Tags, RPJD (Radio 
Frequeriz Ident Tags) z. B. fiir 

- elektronischer Barcode 

- elektronische Tickets 20 

- Pl^giatschutz 

- Produktinformation 

- In einem Sensor 

- In einem orjganischen Display mir ihtegrierter Elek- 
tronik' ' • .25 

[0021] Im folgenden wird die Erfindung noch anhand . 
. zweier Figuren, die bevorzugte Ausfiihrungsfonnen der Er- 
findung zeigen, naher erlautert. 

(0022] Fig. 1 zeigr eine Speicherinatrix in venschiedenen 30 
AusfUhrungen. 

.(0023] Fig." 2 zeigr, eine Ausfiihrungsfonn liiii unier- 
schiedhcher Dicke des Gateoxids. 

(0024] In Fig. 1 ist das Prinzipschallbild von vier Ausfiih- 
rrungsformen einer Speichermatrix gezeigr. 35 
"[0025] Die Schaltung a).2eigt die Pr.ograminie.rung durch ■ 
Weglassen der enrsprechenden Transistoren z. B. einer inte-' 
grierten SchaJrung; . " 

, S) zeigt einen sogenannten f usable link, wobci einige 41) 
Leiterbahnen durcK einen Sfroinsioss und/oder Laser- ' 

> einsrrahluiig oder auf eine andere An unrerbrochcn 
sind (siehe dort. inittleres Feld); * ' • 

c) zeigr die Maskenprograimnierung, bei der Lcittr- 
bahneri eniweder verbujiden vyerden oder nichi, d. h. 45 

■ der Transistor ist angeschlossen oder nicht, und . 

d) zeigt die Ausfiihrungsfonn mil vecschiedencn Gate- 
dicken, die leitend oder nicht leitend sind. 

[0026] Die waagrechten Linien 1 und senkrechten Unien 50 
2 zeigen die elekfrischen Leilungen der Schaliung. Mit den 
Punklen 3 wird markien, dass zwei sich kreuzenden Leiter- 
.bahnen in eleklrischem Konlakt stehen. Das Schaltsymbol 7 
stehl'fiir einen Feldeffekt-Transistor und zeigt die drei An- 
schliisse Source, Drain und Gate. Die 'T-Stiicke" 4 zeigen 55 
den Erdungsanschluss der einzelne Transistoren der Schal- 
tung. 

[0027] Im Abschnitt b) der Figur sind zwei Zick-Zack- 
Leiterbahnen 6 zu erkennen, die diiniie Leiterbahnen und/ 
oder Leiterbahnen niit einer Sicherung, die leicht zu unier- .60 
brechen isl, zeigen. 

[0028] Die unterbrochene Leiterbahn 5 irri miitleren Ab- 
schniir bei Tell b) der Figur zeigi, dass die elekrrische Lei- 
tung zu cinein 'Punkt 3 an dicser Stelie z. B. durch Kurz- 
schluss Oder durch Lasereinsfrahlung unfcrbrochen wurde. 65 
(0029] . Im Teil d) des Schalrbildes har der niiirlere Transi- 
stor ein dickeres Gaie-Oxyd 8, wodurch der Siroinkanal des 
Transi.siors nichitciiend wird. 



[0030] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung eines 
Transistors mit dickein und diinnem Gateoxid. Auf dem Tra- 
ger (nicht . gezeigt) befindet sich die erste halbleitende- 
Schicht mit Source und Drain Elektroden 10. 11 die iiber 
eine halbleitende Schicht 12 verbunderi sind. (iber der halb- 
leitenden Schicht 12 befindet sich die isolierende Schicht 
13a, 13b. t)bef dieser Schicht 13 befindet sich die Gate 
Elektrode 14. Im Fall a) mit der isoUerehden Schicht 13a ist 
der lsolator so dick, dass die Gate-Spannung nicht ausr'eicht 
urn den Stroin-Kanal leitend zu machen und im Fall b) ist sie 
schmal genug, urn den Strom-Kanal leitend zu machen. Es 
resultiert demnach im ersten Fall a) ein sperrender TVansi- 
stor und im Fall b) ein leitender Transistor. 
[0031] Eine besonders falschungssichere Van ante des or- 
ganischen Speichers wird mit doppelter Leiterbahnfiihrung 
ereicht. Dabei enthalt die zweite Leiterbahn die komplemen- 
tare Information zur ersten, ist die erste leitend (Bit "1") so 
ist die zweite nichUeitend (Bit "0"). Eine nachUragUche An- 
derung der Speicherinformation ist nicht. mehr.moglich. 
[0032] Mit der Erfindung wird es moglich, Infprmationen 
in integrierten; auf organischen Materialien basierenden 
Schaltungen zu speichern. Dies kann insbesondere ^r den 
Ensate in RpID-Tags z. B. beim Plagiatschutz, als elektro- 
nisches Ticket, als Kofferanh anger etc. wirtschaftlich ver- 
wertet werden. Bisher sind keine Datenspeicher fur sog, 
"plastic circuits" bekanni. 

Patentanspriiche 

1. Datenspeicher, der auf orgariischein .Material ba- 
siert. 

2. Datenspeicher nach Anspruch 1, der nur einnial be- 
schreibbar ist. * 

• 3. Datenspeicher nach einem der Aiispriiche 1 oder 2, 
. der eine Transiistorschaltung- umfasst. 
1 4'. Datenspeicher nach einem der vorstehenden An-., 
spriiche, der zwei Leiterbahnen fiir zumindest ein zu , 
speichemdes Daienbit uinfassi. 

• 5. Verfahren zum Beschreiben eines organischen Da- 
tenspeichers, bei dem bei einer auf organischem Male- 
rial basierenden integrierten Schaltung eine Transistor- 
vschaltung entweder fehlt,' durch Manipulation einer 
Oder raehrerer Leiterbahnen nichtleitend gemacht 
wurde und/oder einfache Leiterbahnen leitend oder 
nicht leitend sind. ' ■ 

• 6. Verfahren nach Anspruch 5, das durch Maskenpro- 
grainmieriing, bei der. die Transistoren. bzw. deren Ga- 
tes an den entsprechenden Stellen fehlen und/oder das 
Gateoxid'der Transistoren verschiedene ElektriziraLs- 
konstanten hat, durchgefuhrt wird. 

7*. .Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, bei 
dem die Beschreibung iiber "fusable links" erfolgi. 

8. .Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, bei 
dem durch Laserejnstrahlung und/oder gezielt einge- 
brachte Hitze eine Leiterbahn zerstort und damit- nicht- " 
leitend gemacht Wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8. bei 
dem' durch chemische Behandlung wie z. B. Ba^Sau- 
restempel leitfahige Berfeiche' nichtleitend gemacht 
werden oder umgekehrt. 

10. Verfahren nach' einem der Anspriiche 5 bis' 9. bei ' 
dem diirch mechanische Behandlung eine einfache Lei- 
terbahn und/oder die eines Transistors manipuhert 
wird. 

11. Verfahren nach eineni der Anspriiche 5 bis 10, bei 
dem durch^elekirische Spannung eine einfache Leiter- 
bahn und/oder eine Leiterbahn eines Transistors lokal 
kur7.geschlossen und/ (xlcr durch Oberhiizung zersrori 
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12. VeifahiennachdnemderAnspruche5bis ll,bei 

dem durch Weglassen einer Struktur bei der Herstel- • 
Img auf einer Maske und/oder auf einem Khschee eine 

Leiterbahn getrennt oder geschlossen wrd _ 

13 Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis iz, Dei 
dem das Verfahren benutzt wild, um eine bestmimte 
Bitanordnmig gezielt dnzupragen oder gezaelt unleser- 

lich zu machen. . . ' y j • m 

14 Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Anderang 10 

der Elektrizitatskonstante des Gateoxids durch Laser- 
•einstrahlung herbeigefiihrt wird. - 

15 Identifizierungsmarice, die auf brganischen Mate- 
riaiien basiert und die einen organischen Feld-Effekt- ^ 
TVansistor und ein«i organischen Datenspeicher um- 15 
fasst 

• 16 Verwendung eines auf organischem Material ba- 
sie^renden Datenspeichers in einer integrierten Kunst- 
stofr-Schaltung (plastic integrated circuit). 

. 17 Verwendung eines auf organischem Material ba- 20 
^ierenden Datenspeichers in einem Ident-System 
. Odeht-Tags), RHD (Radio Frequenz Ident Tags). 
18. Verwendung eines auf organischem Matenal ba- 
sierenden Datenspeichers in einem Sensor 
19 Verwendung eines auf organischem Matenal ba- 2:> 
sierenden Datenspeichers in einem orgamschen Dis- 
play mit integrierterElektipriik. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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